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Recenzja wniosku dra Mykhailo Solovan z dnia 16.09.2025 o przeprowadzenie
postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

Whniosek dra Mykhailo Solovana przedstawiony mi do recenzji zawiera
autoreferat z wykazem osiggnie¢ naukowych oraz pozostata dokumentacje
pomocna w ocenie wniosku. Autoreferat oraz informacje zawarte w przedtozonej
dokumentacji sg dla mnie kompletne i wystarczajgce do przeprowadzenia oceny
niniejszego wniosku pod katem wymagan stawianych przez ustawe z dnia 20 lipca
2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pdzn. zm.) dotyczacg stopni naukowych.

Na osiggniecie naukowe zatytutowane: Wplyw krétkoimpulsowego,
wysokoenergetycznego napromieniowania protonowego na nieorganiczne,
organiczne i perowskitowe urzgdzenia optoelektroniczne, skiada sie cykl szesciu
publikacji:

[H1] V.V. Brus, M.M. Solovan, N. Schopp, M. Kaikanov, A.l. Mostowvyi, Visible to Near-Infrared
Photodiodes with Advanced Radiation Resistance, Adv. Theory Simul. 5 (2022). (IF = 2.9, liczba
cytowan: 12);

[H2] M.M. Solovan, A.l. Mostovyi, H.P. Parkhomenko, M. Kaikanov, N. Schopp, E.A. Asare, T.
Kovaliuk, P. Veftat, K.S. Ulyanytsky, D.V. Korbutyak, V.V. Brus, A High-Detectivity, Fast Response, and
Radiation-Resistant TiN/CdZnTe Heterojunction Photodiode, Adv. Opt. Mater. 11 (2023). (IF = 8,
liczba cytowan: 22);

[H3] A.l. Mostowyi, S.I. Kuryshchuk, N. Asanov, H.P. Parkhomenko, T.T. Kovaliuk, I.G. Orletskyi, M.M.
Solovan*, V.V. Brus, A self-powered UV-vis-NIR graphite/CdZnTe Schottky junction photodiode,
Semicond. Sci. Technol. 38 (2023). (IF = 1.9, liczba cytowan: 1);

[H4] H.P. Parkhomenko, A.l. Mostovyi, G. Akhtanova, M.M. Solovan, M. Kaikanov, N. Schopp, V.V.
Brus, Self-healing of Proton-Irradiated Organic Photodiodes and Photovoltaics, Adv. Energy Mater.
13 (2023). (IF = 24.4, liczba cytowan: 19);

[H5] M.M. Solovan, A.l. Mostovyi, D. Aidarkhanov, H.P. Parkhomenko, G. Akhtanova, N. Schopp, E.A.
Asare, D. Nauruzbayev, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Extreme Radiation Resistance of Self-Powered
High-Performance Cso.04Rbo.oa(FAc.65MA0.35)0.92Pb(lo.g5Bro.1aClo.01)s Perovskite Photodiodes, Adv. Opt.
Mater. 11 (2023). (IF = 8, liczba cytowan: 14);
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[H6] H.P. Parkhomenko, M.M. Solovan (co-first author), S. Sahare, A.I. Mostovyi, D. Aidarkhanov, N.
Schopp, T. Kovaliuk, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Impact of a Short Pulse High-Intense Proton
Irradiation on High-Performance Perovskite Solar Cells, Adv. Funct. Mater. 34 (2024). (IF = 19, liczba
cytowan: 13);

w ktérych cecha wspdlng sg badania dziatania wybranych przyrzadow
potprzewodnikowych (fotodiody, ogniwa fotowoltaiczne, ...) po ich bombardowaniu
wysokointensywng impulsowa wigzka protonow.

Lepsze zrozumienie dziatania przyrzadow pdétprzewodnikowych oraz wyjasnienie
zmian w charakterystykach przyrzadéw pétprzewodnikowych (I-V i innych) po
ekspozycji na promieniowanie jonizujgce, a w tym bombardowaniu protonami,
wydaje sie byé coraz bardziej interesujgce i waine ze wzgledu na coraz
intensywniejsza eksploracje kosmosu, a w tym rozwdj tacznosci satelitarnej oraz
obserwacji satelitarnych. Kazdy 2z satelitow zawiera szereg elementéw
potprzewodnikowych, a w tym fotodiody i ogniwa fotowoltaiczne, ktére narazone
s3 na bombardowanie protonami w dawkach nie wystepujacych na ziemi. Dlatego
bardzo zasadne staje sie badanie odpornosci tych przyrzadéw na takie
promieniowanie. Ponadto na ziemi mozna znalez¢ takie zastosowania przyrzagdow
potprzewodnikowych, w ktérych mogg one by¢ narazone na duzo wigksze dawki
promieniowania jonizujgcego, a w tym bombardowania protonami, niz ma to
miejsce przy standardowym ich uzywaniu. Biorgc powyzsze pod uwage nie mam
watpliwosci, ze jest to bardzo wazna tematyka, ktdra z czasem moze coraz bardziej
zyskiwac na zainteresowaniu.

Habilitant w autoreferacie twierdzi, ze jego badania obejmowaty ,modelowanie
teoretyczne, opracowanie materiatow, wytwarzanie urzqdzen oraz zaawansowang
charakteryzacje optoelektroniczng, przyczyniajgc sie w istotny sposéb do rozwoju
nowej dziedziny elektroniki odpornej na promieniowanie do zastosowari
kosmicznych i w trudnych warunkach srodowiskowych”. Moim zdaniem jest to
bardzo niefortunne sformutowanie, ktdre jest na wyrost dlatego, ze Habilitanta nie
postrzegam jako specjalisty od wytwarzania przyrzadéw poétprzewodnikowych
(fotodiod lub perowskitowych ogniw fotowoltaicznych), nie ma w tych badaniach
zaawansowane] charakteryzacji optoelektronicznej (pomiary charakterystyk |-V
oraz pomiary impedancyjne postrzegam jako standardowe pomiary dla badanych
przyrzaddw) i chyba nie jest to nowa dziedzina elektroniki. W tym wypadku sugeruje
doszukiwa¢ sie nowej fizyki skoro habilitant w tej dyscyplinie chce sie habilitowac, a
doktadnie fizyki przyrzadéw poétprzewodnikowych, ktéra jest bardzo blisko
elektroniki i dlatego przytoczone stwierdzenie habilitanta traktuje jako niefortunne
i stad nie majgce wptywu na mojg ocene.

Analizujac kazdg z publikacji habilitanta [H1]-[H6] wraz z opisanym wktadem
autorskim oraz oswiadczeniami wspdtautordw postrzegam go jako specjaliste od
badania wptywu bombardowania protonami na prace przyrzadow
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potprzewodnikowych. Dlatego uwazam, ze na tle takich badan nalezy ocenia¢ wktad
habilitanta w rozwdj fizyki pétprzewodnikéw. Na tym tle wyniki uzyskane przez
habilitanta oceniam bardzo dobrze ale jednoczesnie uwazam, Ze autoreferat nie jest
za dobrze przygotowany, poniewaz brakuje mu jasnej przewodniej narracji, w ktorej
Habilitant przechodzi od jednego do drugiego wyniku w ramach tematycznie
powigzanego problemu.

W autoreferacie Habilitant wydzielit fragment WYNIKI NAUKOWE w ktorym
przytoczyt wyniki z opublikowanych prac w tym zakresie za ktory odpowiadat. Jest
to bardzo dobre bo pokazuje jaki jest wktad habilitanta w powstate publikacje oraz
to czy jego badania s3 gtéwnym wynikiem/trescig publikacji czy tez wynikiem
uzupetniajgcym (np. charakterystyka |-V, ktora trzeba pokaza¢ w publikacji jak bada
sie fotodiode lub ogniwo fotowoltaiczne lub widmem Ramana, ktdre jest znane dla
danego materiatu ale tez trzeba pokazac). Tutaj trzeba podkresli¢, ze publikacje,
ktore dokumentuja osiggniecie naukowe Habilitanta nie powstaty by bez wynikow
Habilitanta i wtasnie jego wyniki stanowig gtdwng istote publikacji i przechodzac od
publikacji do publikacji wyniki te uzupetnione sg dodatkowymi wyniki, np. widmami
Ramana lub badaniami XRD za ktére odpowiadajg inni wspdtautorzy. Ponadto
nalezy zaznaczyc, ze publikacje te nie powstatyby gdyby nie przyrzady, ktore zostaty
wytworzone i poddane bombardowaniu protonamiiza to tez odpowiedzialni sg inni
wspotautorzy publikacji ale w mojej ocenie w zaden sposob nie ujmuje to wktadu
habilitanta w osiggniecie naukowe do ktdérego sie przyznaje i ktére rozumiane jest
jako ., Wptyw krotkoimpulsowego, wysokoenergetycznego napromieniowania
protonowego na nieorganiczne, organiczne i perowskitowe urzadzenia
optoelektroniczne”. Odnoszac sie do czesci merytorycznej tego osiggniecia na tle
podobnych badan raportowanych w literaturze uwazam, ze osiggniecie to jest
oryginalne, wazne i stanowi istotny wktad do literatury przedmiotu o czym swiadczy
opublikowanie tych wynikow we wiodgacych czasopismach, tj. Advanced Theory and
Simulations [H1], 2x Advanced Optical Materials [H2] i [H5], Advanced Energy
Materials [H3], oraz Advanced Functional Materials [H6]. O waznosci tych wynikéw
swiadcza cytowania tych prac przez innych autorow i jak dotad jest ich 81 co
uwazam za bardzo dobry wynik biorac pod uwage to, ze sg to prace ktére majg 2-3
lata.

Jak juz wspomniatem stabg strong autoreferatu jest fragment majacy na celu
potaczenie tych artykutéw w jeden cykl tematycznie spéjnych publikacji a raczej
brak takiego fragmentu w tym autoreferacie. Co prawda we wstepie mozna znalez¢
motywacje (s3 to fragmenty zaczerpniete z publikacji habilitanta) oraz cel i hipoteze
Lpraca ta dgzy do ustanowienia fundamentalnego zrozumienia ograniczenr
fizycznych i materiafowych, ktdre warunkujg stabilnos¢ pracy i wydajnosé w
trudnych srodowiskach radiacyjnych..” ale przy opisie wynikow brak jest
odniesienia sie do tego celu i hipotezy. Autoreferat koriczy sie podsumowaniem i
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wnioskami w ktdrych nie ma syntezy tych wszystkich wynikéw a jedynie
wylistowanie kluczowych wynikdw. Nie oznacza to, ie przedtozony cykl publikacji
nie jest tematycznie spéjny tylko, Ze opis tej spdjnosci posiada spore
niedociagniecia. Wyglada to jak powtdrzenie tych samych badan i tej samej
metodyki na kolejnym przyrzadzie potprzewodnikowym. Nie widze tutaj jasnego
wykazania aby wnioski z badan w jednej publikacji miaty znaczenie dla kolejnej
publikacji. Jestem przekonany, ze mozna byto to duzo lepiej opisac¢ unikajgc
gdrnolotnych stwierdzen takich jak np.: ,Moje osiggniecie naukowe demonstruje
wdrozenie i synergie réznych systeméw materiatowych — w tym nieorganicznych
pétprzewodnikéw zwigzkowych (takich jak CdZnTe), azotkéw metali przejsciowych
(TiN), pdtprzewodnikow organicznych oraz zaawansowanych wielosktadnikowych
perowskitow hybrydowych — w rozwdj nowej generacji fotodiod i urzqdzeri
fotowoltaicznych o wyjgtkowej odpornosci na promieniowanie.” lub , Przedstawione
w tym autoreferacie osiggniecia naukowe wniosty istotny wkfad w zrozumienie
urzqdzeri optoelektronicznych odpornych na promieniowanie oraz nauke o
materiatach, skupiajgc sie na wspdfzaleznosci miedzy doborem materiatow,
architekturq urzqdzenia a reakcjg na promieniowanie.”

Ustosunkowujgc sie do pozostatej czesci wniosku zawierajacej dorobek
naukowy, wystgpienia konferencyjne, dziatalno$¢ dydaktyczng i wspotprace
naukows, a w tym staze naukowe, wszystkie te aktywnosci oceniam bardzo wysoko.

Dr Mykhailo Solovan jest mobilnym naukowcem, ktéry kariere naukowg
zaczynat w Ukrainie. W Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija
Fedkowycza ukonczyt studia licencjackie, magisterskie, doktorskie i tam rozpoczat
prace jako pracownik naukowy. Nastepnie zostat stypendystg programu Ulam z
NAWA w ramach ktérego dobyt dwuletni staz podoktorski na Wydziale Fizyki i
Astronomii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zatrudniony
jest do tej pory jako adiunkt badawczy w ramach grantu OPUS z Narodowego
Centrum Nauki w ktérym jest kierownikiem. Ponadto dr Solovan odbyt staze
naukowe w: Massachusetts Lowell, Kennedy College of Sciences, Lowell, USA (2
miesigce); Mundus, Politecnico di Torino, Wydziat Nauk Stosowanych i Technologii,
Turyn, Wtochy (6 miesiecy); Wydziat Fizyki, Uniwersytet Nazarbajewa, Astana,
Kazachstan (8 miesiecy).

Nalezy takze wspomnieé, ze Dr Solovan oprdcz publikacji stanowigcych cykl
publikacji bedacy podstawa do ubiegania sie o stopien doktora habilitowanego
opublikowat ponad 100 artykutéw w dobrych i bardzo dobrych czasopismach, ktére
w ostatnich latach cytowane s3 ponad 100 razy rocznie. Aktualnie Habilitant
publikuje 3-6 publikacji rocznie co jest wynikiem dobrym, a biorgc pod uwage
czasopisma w ktorych ukazuja sie te publikacje (czasopisma z pierwszego decyla
oraz pierwszego kwartyla) to oceniam to jako wynik bardzo dobry. Mozna
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stwierdzi¢, ze za ostatnie lata jest to aktywnos¢ badawcza w ktérej nacisk potozony
jest na jakos¢ a nie ilos¢. Habilitant jest rowniez aktywny na polu prezentowania
wynikow swoich badarh na konferencjach. Wygtosit ponad 20 prezentacji na
konferencjach krajowych i miedzynarodowych w latach 2013-2025. Dr Solovan ma
réwniez doswiadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych oraz aktywnie angazuje
sie w dziatalno$¢ na uczelni, a takie recenzuje artykuty w bardzo dobrych
czasopismach (Nano Letters, Journal of Materials Chemistry A, ..). Jak dotad
wykazat sie opieka naukowg nad studentami (byta to aktywnosé akademicka na
Uniwersytecie w Ukrainie) co bardzo dobrze rokuje na przysztos¢ w kontekscie
samodzielnego pracownika naukowego, a w tym samodzielnej opieki nad
doktorantami.

Podsumowujac ocene niniejszego wniosku uwazam, e ,Wplyw
krotkoimpulsowego, wysokoenergetycznego napromieniowania protonowego na
nieorganiczne, organiczne i perowskitowe urzgdzenia optoelektroniczne” jest to
znaczgce osiggniecie naukowe, podparte bardzo dobrymi publikacjami, ktore
stanowi znaczacy wktad w rozwdj fizyki przyrzadow poétprzewodnikowych. Dr
Solovan jest naukowcem, ktdry prowadzi badania w bardzo ciekawym obszarze na
bardzo wysokim poziomie, wyniki swoich badan publikuje w bardzo dobrych
czasopismach. Dlatego z catkowitym przekonaniem popieram wniosek dr
Solovana w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
Scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne i wnioskuje o dopuszczenie
dr Mykhailo Solovan do dalszych etapéw postepowania habilitacyjnego. W mojej
ocenie wniosek ten spetnia wymagania stawiane przez wyzej przytoczong ustawe
jak réwniez zwyczajowo przyjete wymogi w $rodowisku fizyki pdtprzewodnikdw.
Uwazam, ze niedociggniecia w przygotowaniu autoreferatu nie majg istotnego
wptywu na osiggniecie naukowe zgtoszone przez kandydata do stopnia doktora
habilitowanego poniewaz osiggniecie to zawarte jest w przytoczonych publikacjach
ale niedociggniecia te majg wptyw na poprawng identyfikacje tego osiggniecia tj. i)
czy jest to osiggnigcie z obszaru nauk fizycznych czy z elektroniki oraz ii) czy
wiaczenie publikacji gdzie Habilitant nie jest wiodacym autorem ([H1] i [H4]) jest
uzasadnione. Te i inne niedociggniecia zaniedbatem na korzys¢ Habilitanta biorac
pod uwage cafos¢ wniosku habilitanta (tj. pozostate publikacje z wykazanego cyklu
oraz caly dorobek naukowy). Sugeruje aby kandydat do stopnia doktora
habilitowanego odnidst sie do tych dwdch watkdw podczas kolokwium
habilitacyjnego.

Prof. Robert Kudrawiec
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